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PAGINA WEB DE LA ASIGNATURA

En preparacion

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Dispositivos Electronicos y Fotonicos | y Dispositivos Electronicos y
Foténicos Il (DEF1 y DEF2)

OBJETIVOS
Los objetivos principales son:

1) Estudiar conceptos avanzados de semiconductores nano vy
microelectrénicos

2) Relacionar la fisica de los dispositivos con sus modelos
compactos y su caracterizacion eléctrica

3) Estudiar caracteristicas basicas de dispositivos con
semiconductores amorfos y organicos

CONTENIDOS BASICOS

Introduccion a la Mecanica Cuantica. Teoria de Bandas de
Semiconductores. Estadistica de portadores. Transporte de carga.
Ecuaciones generales de un semiconductor. Heterouniones. Dispositivos
de Efecto Campo. Dispositivos Bipolares. Modelos Analiticos. Modelos
Compactos. Caracterizacion eléctrica. Semiconductores Amorfos vy
Microcristalinos. Semiconductores Organicos.




METODO DE EVALUACION

Examen y controles (40 %)

Problemas o trabajos dirigidos (35 %)

Practicas de Laboratorio de simulaciéon y caracterizacion (25 %)
TEMARIQ (En los puntos principales hay que poner la duracion en horas)

4 horas x 15 semanas = 60 horas

28 horas conceptos

14 horas aplicacion

14 horas laboratorio

4 horas pruebas de evaluacién

TEMARIO/TEORIA

NOTA: Cada apartado de teoria corresponde a 1hora de conceptos y
0.5 horas de aplicacion

1. Introduccién a la Mecanica Cuantica. La ecuacion de Schrodinguer
2. Soluciones a la ecuacion de Schrodinguer

3. Semiconductores cristalinos

4. Teoria de Bandas en semiconductores. Energia y masa efectiva

5. Teoria de Bandas en semiconductores. Densidad de estados y de
portadores

6. Semiconductores dopados y homouniones
7. Generacion y recombinacién de portadores

8. Transporte de carga y energia. Hamiltoniano Cuantico



9. Transporte de carga y energia . Ecuacién de Boltzmann

10. Transporte de carga. El efecto tunel

11. Ecuaciones generales de un semiconductor

12. Heterounién en equilibrio: bandas de energia y cargas

13. Heterounién en polarizacion: modelos analiticos y compactos

14.Caracterizacion eléctrica de estructuras pasivas y diodos
semiconductores

15. Transistores avanzados de Efecto Campo: bandas de energia y
cargas

16. Transistores avanzados de Efecto Campo: modelos analiticos
(V)

17.Modelos compactos de transistores de Efecto Campo

18.Caracterizacion eléctrica de dispositivos semiconductores de
Efecto Campo con IC-CAP

19. Transistores avanzados Bipolares: bandas de energia y carga
20. Transistores avanzados Bipolares: modelos analiticos I(V)
21. Modelos compactos de transistores Bipolares

22. Caracterizacion eléctrica de dispositivos semiconductores
Bipolares con IC-CAP

23. Semiconductores amorfos y microcristalinos: Introduccion y
métodos de depdsito

24. Semiconductores amorfos y microcristalinos: propiedades
Opticas y eléctricas

25. Semiconductores amorfos y microcristalinos: células solares y
transistores de capa delgada

26. Semiconductores organicos: Introduccion y métodos de depdsito

27. Semiconductores organicos: propiedades opticas y eléctricas



28. Semiconductores organicos: células solares, diodos emisores de
luz y transistores de capa delgada

TEMARIO/PRACTICAS

Las practicas de simulacion y laboratorio se desarrollaran de
acuerdo con la disponibilidad de los recursos para su realizacion.

Se utilizaran dos herramientas para la simulaciéon fisica y
caracterizacion eléctrica de dispositivos semiconductores
avanzados: ATLAS-SILVAVO y IC-CAP-Agilent.

El niamero total de horas de laboratorio es de 14

1. Descripcion de un dispositivo semiconductor con ATLAS:
mallado, materiales, ecuaciones, condiciones de contorno y
métodos de resoluciéon

2. Simulacion de la estructura de bandas E(k) de un semiconductor
3. Simulacién del transporte de portadores en un semiconductor

4. Extraccion de parametros y modelado de dispositivos con IC-
CAP

5. Modelado de un transistor bipolar en ICCAP

6. Extraccion de parametros DC y caracterizaciéon eléctrica de un
transistor bipolar

7. Visita al laboratorio de fabricacion de dispositivos del Grupo de
Micro y Nano Tecnologias y demostraciéon de los dispositivos
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